JAXA-QTS-2020　様式例

構造及び設計限界値

1.　部品番号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2.　製造業者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

  2.1 工場の所在地と製造ライン

	ライン名（工程名）
	工　場　名
	所　在　地

	
	
	

	
	
	


3.　動作ケース温度範囲
最低：　　　　℃

最高：　　　　℃

4.　サブストレート

a) 材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
b) 膜形成方法

□薄膜
□厚膜

c) 膜構成（メタライゼーション及びグラシベーション）

	
	レベル番号(1)
	材　料
	形　成　方　法
	厚　　さ

	
	
	
	
	最小
	最大

	メタライゼーション
	
	
	
	
	

	グラシベーション
	
	
	
	
	


注(1)
多層メタライゼーション及びグラシベーションについては、サブストレートに一番近いも

のをレベル1とし、すべてのレベルについて記述すること。

d) 導　　体

最大電流密度（薄膜）：　　　　　　　　　　　　A/cm2
最大消費電力（厚膜）：　　　　　　　　　　　　W/cm2
e) 抵抗体の最大消費電力

1）薄膜抵抗：　　　　　　　　　　　　　　　W/cm2
2）厚膜抵抗：　　　　　　　　　　　　　　　W/cm2
5.　パターン形式

a) 最小素子間隔

1）導体－導体：　　　　　　　　　　　　　　　　

2）導体－抵抗：　　　　　　　　　　　　　　　　

3）抵抗－抵抗：　　　　　　　　　　　　　　　　

4）素子取付間隔：　　　　　　　　　　　　　　　

b) 最小線幅
1）導体　　　　　　　　　　　　　　　
2）抵抗　　　　　　　　　　　　　　　
c) 素子寸法

1）抵抗　　　　　　　　　最小：　　　　　　　　　　最大：　　　　　　　　　　

2）コンデンサチップ　　　最小：　　　　　　　　　　最大：　　　　　　　　　　

3）抵抗チップ　          最小：　　　　　　　　　　最大：　　　　　　　　　　

4）半導体チップ　　　　　最小：　　　　　　　　　　最大：　　　　　　　　　　

d) トリミング


□レーザー　　　　□サンドブラスト　　　□陽極酸化




□その他　　　　　　　　　　
e) スクライビング

□ダイヤモンド　　□レーザー　　　　　　□ソー

6.　取付素子及び取付構造

	素子及び構造
	取付材料
	最大面積

（mm2）
	最大質量

（mg）
	ディレーティング
	使用素子数

（個）

	a)
サブストレート
	
	
	
	
	

	b)
コンデンサチップ
	
	
	
	
	

	c)
抵抗チップ
	
	
	
	
	

	d)
半導体チップ

□フェースアップ



□共晶接合


□接着


□その他


	
	
	
	
	

	e) その他
	
	
	
	
	


7.　内部接続

	
	材　料
	ワイヤ（又はリボン）

の寸法形状
	接続

方法
	最大ワイヤ長

（又はボンド間隔）
	最大

電流

	a)
半導体チップ/

サブストレート
	
	
	
	
	

	b)
コンデンサチップ/

サブストレート
	
	
	
	
	

	c)
抵抗チップ/

サブストレート
	
	
	
	
	

	d)
サブストレート/

サブストレート
	
	
	
	
	

	e)
サブストレート/

パッケージリード
	
	
	
	
	

	f)
その他
	
	
	
	
	


8.　パッケージ及びパッケージの材料

a) ケース外形　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
b) ピン数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
c) 材　料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	ヘッダー
	材　　料
	めっきの材料

	ボンドされるポスト
	
	

	キャップ又はリッド
	
	

	外部リード
	
	


9.　最終封止

a) 封止雰囲気　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
b) 封止方法

□溶接　　□ろう付　　□その他　　　　　　　　　　　　　　
c) 封止材料（溶接による場合を除く）　　　　　　　　　　　　　　　 　　　
融　　点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最高温度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
10.　シートトランス

a) 材料：　　　　　　　　　　　　　　　
b) 層数：　　　層
c) 巻線パターン

1）最小パターン幅　：　　　　　mm 
2）最小パターン間幅：　　　　　mm 
3）温度上昇　　　　：　　　　　以下
11．代表的な構造図

ハイブリッドICの代表的な構造図を以下に示す。
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